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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

複合ビーム加工-走査型電子顕微鏡（FIB-SEM）を用いて、化合物半導体PD（フォ
トダイオード）断面の確認

実験
Experimental

複合ビーム加工観察装置 型式：JIB4600F/HKD ○実験方法：化合物半導体PD（フォ
トダイオード）電極部の確認を行いました。

結果と考察
Results and Discussion

FIB-SEMを用いてプロセスバッチが異なるPDの断面観察結果を示します。結果とし
て従来からのチップと比較し、相異が無いことを確認しました。 断面観察を行うこ
とにより、表面から観察が困難なメタル形状と特に半導体界面付近の形状を確認す
ることができました。
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